
 

Fig 1. Chemical structure of (a) isoindigo , (b) 

thienoisoindigo , and (c) TII(BTh)2.  
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Fig 2. Transfer characteristics of a TII(BTh)2 transistor on a 

TTC-treated substrate 
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【序】イソインジゴ骨格は強いアクセプター部位であり、多くのドナーアクセプター型の有機半

導体材料として有機 FET や太陽電池へ応用されている。その類縁体であるチエノイソインジゴ

(TII)骨格はイソインジゴ骨格に比べて平面性が高く、ドナー－アクセプター間の強い相互作用や

電子系の拡張による電子構造や分子配列の制御が期待できる(Fig. 1) [1]。さらに、TII骨格にドナ

ー性の部位を導入することで，HOMO-LUMO ギ

ャップが小さくなり、アンバイポーラ特性の発現

に有利な分子設計が可能になる。本研究では，蒸

着法と溶液プロセスの両方に適用が可能な新規

チエノイソインジゴ系低分子の創成を目指し、TII

骨格にドナー性のベンゾチオフェンを導入した

TII(BTh)2を合成し、その物理化学的特性や分子配

列が、FET特性と太陽電池特性に及ぼす効果について検討したので報告する。 

【実験と結果】合成の詳細は当日報告する。合成した TII(BTh)2を用いて SiO2基盤(Bare)と 3種類

の SAMs 処理基盤(1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン(HMDS) , オクタデシルトリメチルシラン

(OTMS) , テトラテトラコンタン(TTC) )に対して、蒸着法によりトップコンタクト型 FET を作製

し特性を調べた。Bare、HMDS 処理、OTMS 処理基盤では移動度 10
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を示したのに対し、TTC 処理基盤では p 型、n

型ともに移動度 10
-2(cm
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)のアンバイポー

ラ特性を示した(Fig. 2)。TII(BTh)2は高い溶解性

を持ち、UV-可視吸収において可視光領域に広

い吸収を持つため、太陽電池としての応用も期

待できる。本研究では活性層の p 型半導体に

TII(BTh)2、n 型半導体に PC71BM を用いてバル

クヘテロ接合型太陽電池を作製し、動作するこ

とを確認した。太陽電池特性の詳細は当日報告

する予定である。 

[1] R. S. Ashraf, A. J. Kronemeijer, D. I. James, H. Sirringhaus, I. MuCulloch, Chem. Commn., 2012, 48, 3939.   
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